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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配置された複数の表示画素と、
　前記複数の表示画素に接続される電源線に印加される所定電圧を調整する調整部と、
　前記複数の表示画素の各々を制御する制御部とを備え、
　前記複数の表示画素の各々は、
　発光素子と、
　前記発光素子を発光させるために用いられる第１電圧を保持するための第１容量素子と
、
　前記第１容量素子に保持された第１電圧に応じた電流を前記発光素子に供給することに
より前記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、
　前記第１容量素子が保持する第１電圧と異なる第２電圧であって前記第１容量素子が次
に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子と、を有し、
　前記電源線は、前記駆動トランジスタのドレイン電極または前記発光素子のカソードに
接続され、
　前記第２電圧は、信号線が前記複数の表示画素の各々に供給する映像信号のデータ信号
電圧であり、
　前記制御部は、前記複数の表示画素それぞれにおいて、
　前記発光素子が発光される発光期間中の第１期間に、前記第２容量素子に前記第２電圧
を保持させ、
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　前記発光期間後の非発光期間において、前記第１容量素子が初期化される初期化期間後
の第２期間に、前記第２容量素子が保持する前記第２電圧を前記第１容量素子にコピーす
ることで前記第１容量素子に第１電圧として保持させ、
　前記調整部は、
　前記信号線が供給する前記データ信号電圧に基づき、前記複数の表示画素それぞれにお
ける発光素子に前記第２電圧に応じた電流が供給され前記発光素子が発光される発光期間
より前の前記第１期間から前記第２期間の間において、当該電流が前記発光素子に供給さ
れたとした場合の前記電流の総和値を演算し、当該総和値が閾値以上のとき、前記第２期
間において前記電源線に印加される電圧を前記所定電圧より低くなるように調整する、
　有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記有機ＥＬ表示装置は、映像信号の１フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割
して映像を表示し、
　前記発光素子が発光される発光期間と、前記発光素子が次に発光される発光期間との間
は、前記サブフレーム期間に対応する、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記調整部は、演算した前記総和値が閾値以上のとき、前記電源線に印加される電圧を
前記所定電圧より低くなるよう、所定時間かけて線形変化させることにより調整する、
　請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記駆動トランジスタがＰ型である場合、
　前記駆動トランジスタは、ドレイン電極が前記第１容量素子の第１電極と接続し、ゲー
ト電極が前記第１容量素子の第２電極と接続し、ソース電極が前記発光素子のアノードと
接続し、
　前記電源線は、前記発光素子のカソードに接続される、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記複数の表示画素の各々は、さらに、
　データ信号電圧を供給するための信号線と前記第２容量素子の第１電極との導通および
非導通を切り換える第１スイッチと、
　前記第２容量素子の前記第１電極と前記第１容量素子の前記第２電極との導通および非
導通を切り換える第２スイッチと、
　参照電圧を供給するための参照電源線と前記第１容量素子の前記第２電極との導通およ
び非導通を切り換える第３スイッチと、
　前記駆動トランジスタのソース電極と前記発光素子のアノードとの導通および非導通を
切り換える第４スイッチとを備え、
　前記参照電源線は、前記第２容量素子の第２電極とも接続され、
　前記第１スイッチ、前記第２スイッチ、前記第３スイッチ、および前記第４スイッチは
、Ｐ型のトランジスタである、
　請求項４に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記駆動トランジスタがＮ型である場合、
　前記電源線は、前記駆動トランジスタのドレイン電極に接続され、
　前記駆動トランジスタは、ソース電極が前記第１容量素子の第１電極および前記発光素
子のアノードと接続し、かつ、ゲート電極が前記第１容量素子の第２電極と接続する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記複数の表示画素の各々は、さらに、
　データ信号電圧を供給するための信号線と前記第２容量素子の第１電極との導通および
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非導通を切り換える第１スイッチと、
　前記第２容量素子の前記第１電極と前記第１容量素子の前記第２電極との導通および非
導通を切り換える第２スイッチと、
　参照電圧を供給するための参照電源線と前記第１容量素子の前記第２電極との導通およ
び非導通を切り換える第３スイッチと、
　前記駆動トランジスタのドレイン電極と前記電源線との導通および非導通を切り換える
第４スイッチとを備え、
　前記参照電源線は、前記第２容量素子の第２電極とも接続され、　前記第１スイッチ、
前記第２スイッチ、前記第３スイッチ、および前記第４スイッチは、Ｎ型のトランジスタ
である、
　請求項６に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　マトリクス状に配置された複数の表示画素を備える有機ＥＬ表示装置の駆動方法であっ
て、
　前記有機ＥＬ表示装置は、マトリクス状に配置された複数の表示画素と、前記複数の表
示画素に接続され所定電圧が印加される電源線と、を備え、
　前記複数の表示画素の各々は、
　発光素子と、
　前記発光素子を発光させるために用いられる第１電圧を保持するための第１容量素子と
、
　前記第１容量素子に保持された第１電圧に応じた電流を前記発光素子に供給することに
より前記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、
　前記第１容量素子が保持する第１電圧と異なる第２電圧であって前記第１容量素子が次
に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子と、を有し、
　前記電源線は、前記駆動トランジスタのドレイン電極または前記発光素子のカソードに
接続され、
　前記第２電圧は、信号線が前記複数の表示画素の各々に供給する映像信号のデータ信号
電圧であり、
　前記駆動方法は、
　前記複数の表示画素それぞれにおいて、
　前記発光素子が発光される発光期間中の第１期間に、前記第２容量素子に前記第２電圧
を保持させ、
　前記発光期間後の非発光期間において、前記第１容量素子が初期化される初期化期間後
の第２期間に、前記第２容量素子が保持する前記第２電圧を前記第１容量素子にコピーす
ることで前記第１容量素子に第１電圧として保持させる制御ステップと、
　前記信号線が供給する前記データ信号電圧に基づき、前記複数の表示画素それぞれにお
ける発光素子に前記第２電圧に応じた電流が供給され前記発光素子が発光される発光期間
より前の前記第１期間から前記第２期間の間において、当該電流が前記発光素子に供給さ
れたとした場合の前記電流の総和値を演算し、当該総和値が閾値以上のとき、前記第２期
間において前記電源線に印加される電圧を前記所定電圧より低くなるように調整する調整
ステップと、
　前記駆動トランジスタに、前記第１容量素子に保持させた前記第２電圧に応じた電流を
前記発光素子に供給させる供給ステップとを含む、
　有機ＥＬ表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置および駆動方法に関し、特に電流駆動型の有機ＥＬ発光素
子とそれを用いた有機ＥＬ表示装置の駆動方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　有機ＥＬ表示装置に利用される有機ＥＬパネルでは、画面輝度が高くなるほど、有機Ｅ
Ｌパネルに流れ込む電流が大きくなる。有機ＥＬパネルに流れ込む電流が大きくなれば有
機ＥＬパネルが発熱し、有機ＥＬ素子（発光素子）の寿命が低下するため、オーバーロー
ド制限が必要である。また、パネル冷却のために放熱機構が必要なため、パネルの薄型を
実現できない。
【０００３】
　そこで、例えば特許文献１には、実際に画像が表示される前に、画素データから消費電
力を直接検出する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１５６０４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示される方法では、実際に画像を表示する前に入力され
る画像データの階調を増減したり、表示中の画像において駆動電流を制御したりする必要
がある。つまり、実際に画像を表示する前に入力される画像データの階調を増減する場合
には、演算が煩雑になるため、画像表示するまでに時間を要するという問題がある。また
、表示中の画像において駆動電流を制御する場合には、表示中の画像の輝度が変化するた
め、視聴者に違和感を生じさせてしまうなどの問題もある。
【０００６】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、発光素子の寿命の低下を抑制する
ことができる有機ＥＬ表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置は、マトリクス状
に配置された複数の表示画素と、前記複数の表示画素に接続される電源線に印加される所
定電圧を調整する調整部とを備え、前記複数の表示画素の各々は、発光素子と、前記発光
素子を発光させるために用いられる第１電圧を保持するための第１容量素子と、前記第１
容量素子に保持された第１電圧に応じた電流を前記発光素子に供給することにより前記発
光素子を発光させる駆動トランジスタと、前記第１容量素子が保持する第１電圧と異なる
第２電圧であって前記第１容量素子が次に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子
と、を有し、前記電源線は、前記駆動トランジスタのドレイン電極または前記発光素子の
カソードに接続され、前記調整部は、前記複数の表示画素それぞれにおける発光素子に前
記第２電圧に応じた電流が供給された場合の前記電流の総和値が閾値以上のとき、前記電
源線に印加される電圧を前記所定電圧より低くなるように調整する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の有機ＥＬ表示装置等によれば、発光素子の寿命の低下を抑制することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図２】図２は、実施の形態１に係る有機ＥＬパネルの構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係る表示画素の回路構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る調整部の構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係る調整部の電圧調整方法の一例を示す図である。
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【図６】図６は、実施の形態１に係る調整部の電圧変更時の応答時間について示す図であ
る。
【図７】図７は、実施の形態１に係る調整部と画素回路との関係を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態１に係る画素回路と電源線との関係を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、図３に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図３に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図３に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、図３に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは、図３に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２に係る表示画素の回路構成の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る調整部と画素回路との関係を示す図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｅ】図１２Ｅは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｆ】図１２Ｆは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｇ】図１２Ｇは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１２Ｈ】図１２Ｈは、図１０に示す画素回路の動作の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、変形例１に係る１フレームが複数のサブフィールドで構成される場
合を概念的に示す図である。
【図１４】図１４は、変形例１に係る複数のサブフィールドで構成されるフレームの一例
を示す図である。
【図１５】図１５は、変形例２に係る複数のサブフィールドで構成されるフレームの一例
を示す図である。
【図１６】図１６は、本開示の有機ＥＬ表示装置を内蔵した薄型フラットＴＶの外観図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一態様は、マトリクス状に配置された複数の表示画素
と、前記複数の表示画素に接続される電源線に印加される所定電圧を調整する調整部とを
備え、前記複数の表示画素の各々は、発光素子と、前記発光素子を発光させるために用い
られる第１電圧を保持するための第１容量素子と、前記第１容量素子に保持された第１電
圧に応じた電流を前記発光素子に供給することにより前記発光素子を発光させる駆動トラ
ンジスタと、前記第１容量素子が保持する第１電圧と異なる第２電圧であって前記第１容
量素子が次に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子と、を有し、前記電源線は、
前記駆動トランジスタのドレイン電極または前記発光素子のカソードに接続され、前記調
整部は、前記複数の表示画素それぞれにおける発光素子に前記第２電圧に応じた電流が供
給された場合の前記電流の総和値が閾値以上のとき、前記電源線に印加される電圧を前記
所定電圧より低くなるように調整する。
【００１１】
　この構成により、発光素子の寿命の低下を抑制することができる。具体的には、有機Ｅ
Ｌ表示装置は調整部を備え、かつ、データ信号電圧の書き込みと映像の表示とを独立して
行える。これにより、映像品質を低下させることなく、有機ＥＬパネルに流れ込む電流に
よるパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができるので
、有機ＥＬ素子６８の寿命の低下を抑制することができる。
【００１２】
　ここで、例えば、さらに、前記複数の表示画素の各々を制御する制御部を備え、前記制
御部は、前記複数の表示画素それぞれにおいて、前記発光素子が発光される発光期間中の
第１期間に、前記第２容量素子に前記第２電圧を保持させ、前記発光期間後の非発光期間
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において、前記第１容量素子が初期化される初期化期間後の第２期間に、前記第２容量素
子が保持する前記第２電圧を前記第１容量素子にコピーすることで前記第１容量素子に第
１電圧として保持させ、前記調整部は、前記第２電圧に応じた電流の総和値が閾値以上の
とき、前記非発光期間中に、前記電源線に印加される電圧を前記所定電圧より低くなるよ
うに調整するとしてもよい。
【００１３】
　また、例えば、前記有機ＥＬ表示装置は、映像信号の１フレーム期間を複数のサブフレ
ーム期間に分割して映像を表示し、前記発光素子が発光される発光期間と、前記発光素子
が次に発光される発光期間との間は、前記サブフレーム期間に対応するとしてもよい。
【００１４】
　また、例えば、前記調整部は、前記複数の表示画素それぞれにおける発光素子に前記第
２電圧に応じた電流が供給された場合の前記第２電圧に応じた電流の総和値が閾値以上の
とき、前記電源線に印加される電圧を前記所定電圧より低くなるよう、所定時間かけて線
形変化させることにより調整するとしてもよい。
【００１５】
　また、例えば、前記駆動トランジスタがＰ型である場合、前記駆動トランジスタは、ド
レイン電極が前記第１容量素子の第１電極と接続し、ゲート電極が前記第１容量素子の第
２電極と接続し、ソース電極が前記発光素子のアノードと接続し、前記電源線は、前記発
光素子のカソードに接続されるとしてもよい。
【００１６】
　また、例えば、前記複数の表示画素の各々は、さらに、データ信号電圧を供給するため
の信号線と前記第２容量素子の第１電極との導通および非導通を切り換える第１スイッチ
と、前記第２容量素子の前記第１電極と前記第１容量素子の前記第２電極との導通および
非導通を切り換える第２スイッチと、参照電圧を供給するための参照電源線と前記第１容
量素子の前記第２電極との導通および非導通を切り換える第３スイッチと、前記駆動トラ
ンジスタのソース電極と前記発光素子のアノードとの導通および非導通を切り換える第４
スイッチとを備え、前記参照電源線は、前記第２容量素子の第２電極とも接続され、前記
第１スイッチ、前記第２スイッチ、前記第３スイッチ、および前記第４スイッチは、Ｐ型
のトランジスタであるとしてもよい。
【００１７】
　また、例えば、前記駆動トランジスタがＮ型である場合、前記電源線は、前記駆動トラ
ンジスタのドレイン電極に接続され、前記駆動トランジスタは、ソース電極が前記第１容
量素子の第１電極および前記発光素子のアノードと接続し、かつ、ゲート電極が前記第１
容量素子の第２電極と接続するとしてもよい。
【００１８】
　また、例えば、前記複数の表示画素の各々は、さらに、データ信号電圧を供給するため
の信号線と前記第２容量素子の第１電極との導通および非導通を切り換える第１スイッチ
と、前記第２容量素子の前記第１電極と前記第１容量素子の前記第２電極との導通および
非導通を切り換える第２スイッチと、参照電圧を供給するための参照電源線と前記第１容
量素子の前記第２電極との導通および非導通を切り換える第３スイッチと、前記駆動トラ
ンジスタのドレイン電極と前記電源線との導通および非導通を切り換える第４スイッチと
を備え、前記参照電源線は、前記第２容量素子の第２電極とも接続され、前記第１スイッ
チ、前記第２スイッチ、前記第３スイッチ、および前記第４スイッチは、Ｎ型のトランジ
スタであるとしてもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る駆動方法の一態様は、マトリクス状に配置された複数の表示画素を
備える有機ＥＬ表示装置の駆動方法であって、前記有機ＥＬ表示装置は、マトリクス状に
配置された複数の表示画素と、前記複数の表示画素に接続され所定電圧が印加される電源
線と、を備え、前記複数の表示画素の各々は、発光素子と、前記発光素子を発光させるた
めに用いられる第１電圧を保持するための第１容量素子と、前記第１容量素子に保持され
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た第１電圧に応じた電流を前記発光素子に供給することにより前記発光素子を発光させる
駆動トランジスタと、前記第１容量素子が保持する第１電圧と異なる第２電圧であって前
記第１容量素子が次に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子と、を有し、前記電
源線は、前記駆動トランジスタのドレイン電極または前記発光素子のカソードに接続され
、前記駆動方法は、前記複数の表示画素それぞれにおける発光素子に前記第２電圧に応じ
た電流が供給された場合の前記電流の総和値が閾値以上のとき、前記電源線に印加される
電圧を前記所定電圧より低くなるように調整し、前記駆動トランジスタに、前記第１容量
素子に保持させた前記第２電圧に応じた電流を前記発光素子に供給させる。
【００２０】
　以下、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示装置およびその駆動方法について、図面を参
照しながら具体的に説明する。
【００２１】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すものである。以
下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続
形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。
また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載さ
れていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。また、以下の各図は
、模式図であり、必ずしも厳密に図示したものではない。
【００２２】
　（実施の形態１）
　本実施の形態において、本開示の一態様に係る有機ＥＬ表示装置の発光素子として有機
ＥＬ素子を用いる場合について説明する。
【００２３】
　１－１．有機ＥＬ表示装置の構成
　図１は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
【００２４】
　図１に示す有機ＥＬ表示装置１は、表示パネル制御回路２と、ゲートドライバＩＣ（回
路）３と、ソースドライバＩＣ（回路）５と、有機ＥＬ表示パネル６と、調整部７とを備
える。
【００２５】
　有機ＥＬ表示パネル６は、少なくとも、互いに平行に配置されたＮ（例えばＮ＝１０８
０）本のゲート信号線と、Ｎ本の点灯制御線、直交して配置されたＭ本のソース信号線を
有する（図示せず）。さらに、有機ＥＬ表示パネル６は、ソース信号線とゲート信号線と
の各交点に、薄膜トランジスタおよび有機ＥＬ素子から構成される画素回路（図示せず）
を有する。
【００２６】
　本実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル６では、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３原
色からなるＥＬ素子がマトリクス状に形成されている。
【００２７】
　画素位置に対応して、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）からなるカラーフィルターを形成
することができる。なお、カラーフィルターは、ＲＧＢに限定されものではない、シアン
（Ｃ）、マゼンダ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）色の画素を形成してもよい。また、白（Ｗ）の
画素を形成してもよい。つまり、表示画面にＲ、Ｇ、Ｂ、Ｗ画素をマトリックス状に配置
する。
【００２８】
　なお、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素開口率は、異ならせてもよい。開口率を異ならせることにより
、各ＲＧＢの発光素子（有機ＥＬ素子６８）に流れる電流密度を異ならせることができる
。電流密度を異ならせることにより、ＲＧＢの発光素子の劣化速度を同一にすることがで
きる。劣化速度を同一にすれば、有機ＥＬ表示パネル６のホワイトバランスずれが発生し
ない。
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【００２９】
　また、必要に応じて、白（Ｗ）の画素を形成する。つまり、画素は、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗか
ら構成される。Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗに構成することにより、高輝度化が可能となる。また、Ｒ
、Ｇ、Ｂ、Ｇとする構成も例示される。
【００３０】
　有機ＥＬ表示パネル６のカラー化は、マスク蒸着により行うが、本実施の態様はこれに
限定するものではない。たとえば、青色発光のＥＬ層を形成し、発光する青色光を、Ｒ、
Ｇ、Ｂの色変換層（ＣＣＭ：カラーチェンジミディアムズ）でＲ、Ｇ、Ｂ光に変換しても
よい。
【００３１】
　なお、有機ＥＬ表示パネル６の光出射面には、円偏光板（円偏光フィルム）（図示せず
）を配置することができる。偏光板と位相フィルムを一体したものは円偏光板（円偏光フ
ィルム）と呼ばれる。
【００３２】
　表示パネル制御回路２は、表示データ信号Ｓ１に基づいてソースドライバＩＣ（回路）
５を制御するための制御信号Ｓ２を生成し、生成した制御信号Ｓ２をソースドライバＩＣ
（回路）５へ出力する。また、表示パネル制御回路２は、表示データ信号Ｓ１に含まれる
同期信号に基づいてゲートドライバＩＣ（回路）３を制御するための制御信号Ｓ３を生成
する。そして、表示パネル制御回路２は、生成した制御信号Ｓ３をゲートドライバＩＣ（
回路）３へ出力する。
【００３３】
　ここで、表示データ信号Ｓ１は、映像信号、垂直同期信号、および水平同期信号を含む
表示データを示す信号である。映像信号は、フレームごとに階調情報である各画素値を指
定する信号である。垂直同期信号は、画面に対する垂直方向の処理のタイミングについて
同期を取るための信号であり、ここでは、フレームごとの処理タイミングの基準となる信
号である。水平同期信号は、画面に対する水平方向の処理のタイミングについて同期を取
るための信号である。
【００３４】
　また、制御信号Ｓ２は、映像信号および水平同期信号を含む。制御信号Ｓ３は、垂直同
期信号および水平同期信号をそれぞれ含む。
【００３５】
　ゲートドライバＩＣ（回路）３は、表示パネル制御回路２で生成された制御信号Ｓ３に
基づいて、有機ＥＬ表示パネル６のゲート信号線を駆動する。
【００３６】
　ソースドライバＩＣ（回路）５は、表示パネル制御回路２で生成された制御信号Ｓ２に
基づいて、有機ＥＬ表示パネル６のソース信号線を駆動する。より具体的には、ソースド
ライバＩＣ（回路）５は、映像信号および水平同期信号に基づいて、各画素回路にソース
信号（データ信号電圧）を出力する。
【００３７】
　調整部７は、表示パネル制御回路２を介して伝達された表示データ信号Ｓ１に基づいて
、複数の表示画素に接続される電源線（ＥＬカソード電源線）に印加される所定電圧を調
整する。詳細は後述するため、ここでの説明を省略する。
【００３８】
　なお、有機ＥＬ表示装置１は、例えば、図示しないが、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、制御プログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶媒体、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）などの作業用メモリ、および通信回路を有するとしてもよい。この場合、表示データ信
号Ｓ１は、例えば、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより生成される。
【００３９】
　図２は、実施の形態１に係る有機ＥＬ表示パネルの構成の一例を示す図である。図２に
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は、有機ＥＬ表示パネル６とゲートドライバＩＣ（回路）３とソースドライバＩＣ（回路
）５との位置および接続関係が示されている。
【００４０】
　本実施の形態では、有機ＥＬ表示パネル６は、ゲートドライバＩＣ（回路）３０および
ゲートドライバＩＣ（回路）３１が制御するゲート信号線８４、ゲート信号線８５ゲート
信号線８５、ゲート信号線８６およびゲート信号線８７が接続されている。
【００４１】
　また、有機ＥＬ表示パネル６は、ソースドライバＩＣ（回路）５が制御するソース信号
線８８が接続されている。ゲート信号線８４、ゲート信号線８５、ゲート信号線８６、ゲ
ート信号線８７、および、ソース信号線８８については後述する。
【００４２】
　なお、図２では、ゲートドライバＩＣ（回路）３はゲートドライバＩＣ（回路）３０と
ゲートドライバＩＣ（回路）３１とで構成されており、有機ＥＬ表示パネル６の左右それ
ぞれにゲートドライバＩＣ（回路）３０およびゲートドライバＩＣ（回路）３１が構成さ
れているが、この構成は一例である。左右のうちどちらか一方のみゲートドライバＩＣ（
回路）３を備えるとしてもよい。
【００４３】
　なお、本実施の形態において、５は、ソースドライバＩＣとして説明するが、半導体チ
ップからなるソースドライバＩＣに限定するものではない。たとえば、シリコンウエハで
トランジスタを構成し、剥がしてガラス基板に転写したものが例示される。また、シリコ
ンウエハでトランジスタチップを形成し、ガラス基板のボンディング実装した表示パネル
が例示される。また、低温ポリシリコン、高温ポリシリコン、ＴＡＯＳ技術などを用い、
画素が形成されたガラス基板に直接にソースドライバ回路を形成したものであってもよい
。
【００４４】
　また、３０、３１はゲートドライバＩＣとして説明するが、半導体チップからなるソー
スドライバＩＣに限定するものではない。たとえば、シリコンウエハでトランジスタを構
成し、剥がしてガラス基板に転写したものが例示される。また、シリコンウエハでトラン
ジスタチップを形成し、ガラス基板のボンディング実装した表示パネルが例示される。ま
た、低温ポリシリコン、高温ポリシリコン、ＴＡＯＳ技術などを用い、画素が形成された
ガラス基板に直接にソースドライバ回路を形成したものであってもよい。
【００４５】
　１－２．表示画素の回路構成
　図３は、実施の形態１に係る表示画素の回路構成の一例を示す図である。
【００４６】
　本実施の形態１に係る表示画素は、トランジスタ、コンデンサ、ＥＬ素子などで構成さ
れている。駆動用トランジスタおよびスイッチ用トランジスタを含むトランジスタは、薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）として説明するが、これに限定するものではない。ＦＥＴ、Ｍ
ＯＳ－ＦＥＴ、ＭＯＳトランジスタ、バイポーラトランジスタでもよい。これらも基本的
に薄膜トランジスタである。その他、バリスタ、サイリスタ、リングダイオード、ホトダ
オード、ホトトランジスタ、ＰＬＺＴ素子などでもよいことは言うまでもない。
【００４７】
　また、薄膜素子に限定するものではなく、シリコンウエハに形成したトランジスタでも
よい。たとえば、シリコンウエハでトランジスタを構成し、剥がしてガラス基板に転写し
たものが例示される。また、シリコンウエハでトランジスタチップを形成し、ガラス基板
のボンディング実装した表示パネルが例示される。
【００４８】
　なお、トランジスタは、ｎ型、ｐ型のトランジスタとも、ＬＤＤ（Lightly Doped Drai
n)構造を採用することが好ましい。
【００４９】
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　また、トランジスタは、高温ポリシリコン(HTPS : High-temperature polycrystalline
silicon)、低温ポリシリコン(LTPS : Low-temperature poly silicon)、連続粒界シリコ
ン(CGS : Continuous grain silicon)、透明アモルファス酸化物半導体(TAOS : Transpar
ent Amorphous Oxide Semiconductors、IZO)、アモルファスシリコン（AS : amorphous s
ilicon）、赤外線RTA（RTA : rapid thermal annealing）で形成したもののうち、いずれ
でもよい。
【００５０】
　図３では、表示画素を構成するすべてのトランジスタはｐ型で構成している。しかし、
本開示は、画素のトランジスタをｐ型で構成することのみに限定するものではない。ｎ型
のみで構成してもよい。また、ｎ型とｐ型の両方を用いて構成してもよい。
【００５１】
　スイッチ用トランジスタは、トランジスタに限定するものではなく、たとえば、ｐ型の
トランジスタとｎ型のトランジスタの両方を用いて構成したアナログスイッチであっても
よい。
【００５２】
　トランジスタはトップゲート構造にすることが好ましい。トップゲート構造にすること
により寄生容量が低減し、トップゲートのゲート電極パターンが、遮光層となり、ＥＬ素
子から出射された光を遮光層で遮断し、トランジスタの誤動作、オフリーク電流を低減で
きるからである。
【００５３】
　ゲート信号線またはソース信号線、もしくはゲート信号線とソース信号線の両方の配線
材料として、銅配線または銅合金配線を採用できるプロセスを実施することが好ましい。
信号線の配線抵抗を低減でき、より大型のＥＬ表示パネルを実現できるからである。
【００５４】
　ゲートドライバＩＣ（回路）が駆動（制御）するゲート信号線は、低インピーダンス化
すること好ましい。したがって、前記ゲート信号線の構成あるいは構造に関しても同様で
ある。
【００５５】
　特に、低温ポリシリコン(LTPS : Low-temperature poly silicon)を採用することが好
ましい。低温ポリシリコンは、トランジスタはトップゲート構造であり寄生容量が小さく
、ｎ型およびｐ型のトランジスタを作製でき、また、プロセスに銅配線または銅合金配線
プロセスを用いることができる。なお、銅配線は、Ti-Cu-Tiの３層構造を採用することが
好ましい。
【００５６】
　ゲート信号線またはソース信号線などの配線は、トランジスタが透明アモルファス酸化
物半導体(TAOS : Transparent Amorphous Oxide Semiconductors)の場合には、モリブデ
ン（Mo）-Cu-Moの３層構造を採用することが好ましい。
【００５７】
　なお、コンデンサは、ソース信号線またはゲート信号線の少なくとも一方にオーバーラ
ップするように（重なるように）形成または配置する。この場合、レイアウトの自由度が
向上し、素子間のスペースをより広く確保することが可能になり、歩留まりが向上する。
【００５８】
　ソース信号線、ゲート信号線に絶縁膜あるいはアクリル材料からなる絶縁膜（平坦化膜
）を形成して絶縁し、絶縁膜上に画素電極を形成する。
【００５９】
　図３に示す画素回路６０は、有機ＥＬ表示パネル６が有する一画素であり、ソース信号
線８８を介して供給されたソース信号（映像信号電圧）により発光する機能を有する。
【００６０】
　画素回路６０は、表示画素（発光画素）の一例であり、マトリクス状（行列状）に配置
されている。画素回路６０は、例えば図３に示すように、スイッチ６１と、容量素子６２
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と、スイッチ６３と、スイッチ６４と、容量素子６５と、駆動トランジスタ６６と、スイ
ッチ６７と、有機ＥＬ素子６８とを備えている。また、画素回路６０は、ＥＬアノード電
源線８１（ＶＴＦＴ）、ＥＬカソード電源線８２（ＶＥＬ）、参照電源線８３（ＶＲＥＦ

）、ゲート信号線８４、ゲート信号線８５、ゲート信号線８６、ゲート信号線８７、およ
び、ソース信号線８８を備える。
【００６１】
　ここで、ソース信号線８８は、データ信号電圧（ソース信号）を供給するための信号線
（ソース信号線）の一例である。
【００６２】
　ＥＬアノード電源線８１（ＶＴＦＴ）は、駆動トランジスタのドレイン電極に接続され
、駆動トランジスタ６６のドレイン電極の電位を決定するための高電圧側電源線であり、
例えば６（ｖ）である。
【００６３】
　ＥＬカソード電源線８２（ＶＥＬ）は、有機ＥＬ素子６８のカソード（第２電極）に接
続された低電圧側電源線である。
【００６４】
　参照電源線８３（ＶＲＥＦ）は、参照電圧を供給するための電源線の一例であり、参照
電圧ＶＲＥＦを供給する。ここで、参照電源線８３（ＶＲＥＦ）が供給する参照電圧ＶＲ

ＥＦとＥＬアノード電源線８１（ＶＴＦＴ）が供給するアノード電圧ＶＴＦＴとの電位差
は駆動トランジスタ６６の閾値電圧（Ｖｔｈ）よりも大きな電圧、すなわち、閾値電圧Ｖ
ｔｈ＜（アノード電圧ＶＴＦＴ－参照電圧ＶＲＥＦ）に設定される。なお、本実施の形態
では、参照電圧ＶＲＥＦは例えば０Ｖである。
【００６５】
　有機ＥＬ素子６８は、駆動トランジスタ６６により供給された電流に応じて発光する発
光素子の一例であり、行列状に配置される。有機ＥＬ素子６８は、カソード（第２電極）
が、ＥＬカソード電源線８２に接続され、アノード（第１電極）が、スイッチ６７を介し
て駆動トランジスタ６６のソース（ソース電極）に接続されている。ここで、ＥＬカソー
ド電源線８２に供給されている電圧はＶＥＬであり、例えば－６（ｖ）である。
【００６６】
　駆動トランジスタ６６は、有機ＥＬ素子６８への電流の供給を制御する電圧駆動の駆動
素子であり、容量素子６５に保持された電圧に応じた電流を有機ＥＬ素子６８に供給する
ことにより有機ＥＬ素子６８を発光させる。より具体的には、駆動トランジスタ６６は、
図３に示すように、ドレイン電極が容量素子６５の第１電極と導通し、ゲート電極が容量
素子６５の第２電極と導通し、ソース電極が有機ＥＬ素子６８のアノードとスイッチ６７
を介して接続する。例えば、駆動トランジスタ６６は、発光期間において、表示用の容量
素子６５に保持された電圧（データ信号電圧）に応じた電流を有機ＥＬ素子６８に流すこ
とにより、有機ＥＬ素子６８を発光させる。より具体的には、駆動トランジスタ６６は、
ゲート電極に供給されたデータ信号電圧を、そのデータ信号電圧に対応した電流に変換し
、変換された電流を有機ＥＬ素子６８に供給することにより、有機ＥＬ素子６８を発光さ
せる。この発光タイミングは、スイッチ６７により制御され、本実施の形態では、すべて
の画素回路６０（有機ＥＬ表示パネル６が有するすべての画素）では一括にスイッチ６７
がオン状態（導通状態）に制御され、全画素の有機ＥＬ素子６８が一括点灯される。すな
わち、発光期間は全画面で同時に始まることになる。
【００６７】
　また、例えば、発光期間に続く非発光期間では、スイッチ６７がオフ状態（非導通状態
）に制御されることで駆動トランジスタ６６は電流を有機ＥＬ素子６８に流さない。つま
り、駆動トランジスタ６６は、非発光期間では、有機ＥＬ素子６８を発光させない。
【００６８】
　本実施の形態では、駆動トランジスタ６６を構成する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）はＰ
型であるとして説明する。
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【００６９】
　なお、駆動トランジスタ６６を構成する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）はＮ型であっても
Ｐ型であっても、両方の組み合わせえであってもよい。また、薄膜トランジスタのチャネ
ル層は、アモルファスシリコン、微結晶シリコン、ポリシリコン、酸化物半導体および有
機半導体などのうちのいずれかで形成されていてもよい。例えば、酸化物半導体は、イン
ジウム（ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）および亜鉛（Ｚｎ）のうち、少なくとも１種を含む酸
化物半導体材料を用いることができる。酸化物半導体は、オフ電流が少なく、アモルファ
ス状態でも高い電子移動度を持ち、低温プロセスで形成可能であり、例えば、アモルファ
ス酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩｎＧａＺｎＯ）を用いて形成できる。
【００７０】
　容量素子６５は、有機ＥＬ素子６８を発光させるために用いられる第１電圧を保持する
ための第１容量素子(表示用コンデンサ）の一例である。容量素子６５は、駆動トランジ
スタ６６の流す電流量を決める電圧を保持する。具体的には、容量素子６５の第１電極（
節点Ｃ側とは反対の電極）は、駆動トランジスタ６６のドレイン電極（ＥＬアノード電源
線８１側の電極）とＥＬアノード電源線８１との間に接続されている。容量素子６５の第
２電極（節点Ｃ側の電極）は、駆動トランジスタ６６のゲート電極に接続されている。ま
た、容量素子６５の第２電極は、スイッチ６３を介して容量素子６２の第１電極（節点Ａ
側の電極）と接続されている。容量素子６５の第２電極は、参照電圧ＶＲＥＦを供給する
参照電源線８３（ＶＲＥＦ）とスイッチ６４を介して接続されている。
【００７１】
　本実施の形態では、容量素子６５は、表示パネル制御回路２の制御により、有機ＥＬ素
子６８が発光する発光期間後の非発光期間において、容量素子６５が初期化される初期化
期間後の第２期間に、容量素子６２が保持する第２電圧がコピーされ、第１電圧として保
持する。
【００７２】
　容量素子６２は、容量素子６５が保持する第１電圧と異なる第２電圧であって容量素子
６５が次に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子(書き込み用コンデンサ）の一
例である。容量素子６２は、容量素子６５が次に保持すべき電圧を一時的に保持するメモ
リの役割を果たす。具体的には、容量素子６２の第１電極（節点Ａ側の電極）は、スイッ
チ６１を介してソース信号線８８と接続されている。容量素子６２の第２電極（節点Ｂ側
の電極）は、参照電圧ＶＲＥＦを供給する参照電源線８３（ＶＲＥＦ）とも接続されてい
る。
【００７３】
　本実施の形態では、容量素子６２は、表示パネル制御回路２の制御により、有機ＥＬ素
子６８が発光する発光期間中の第１期間に、第２電圧が書き込まれて、第２電圧を保持す
る。
【００７４】
　スイッチ６１は、データ信号電圧を供給するためのソース信号線８８（信号線）と容量
素子６２の第１電極との導通および非導通を切り換える第１スイッチの一例である。具体
的には、スイッチ６１は、ドレインおよびソースの一方の端子がソース信号線８８に接続
され、ドレインおよびソースの他方の端子が容量素子６２の第１電極に接続され、ゲート
がゲート信号線８４に接続されているスイッチングトランジスタである。換言すると、ス
イッチ６１は、ソース信号線８８を介して供給された映像信号電圧（映像信号）に応じた
データ信号電圧（データ信号）を一時的に保持する容量素子６２（書き込み用コンデンサ
）に書き込むための機能を有する。
【００７５】
　スイッチ６３は、容量素子６２の第１電極と容量素子６５の第２電極との導通および非
導通を切り換える第２スイッチの一例である。具体的には、スイッチ６３は、ドレインお
よびソースの一方の端子が容量素子６２の第１電極と接続され、スイッチ６３のドレイン
およびソースの他方の端子が容量素子６５の第２電極に接続され、ゲートがゲート信号線
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８５に接続されているスイッチングトランジスタである。換言すると、スイッチ６３は、
容量素子６５に、容量素子６２で保持されている第２電圧を与える（コピーする）機能を
有する。
【００７６】
　スイッチ６４は、参照電圧ＶＲＥＦを供給する参照電源線８３（ＶＲＥＦ）と容量素子
６５の第２電極との導通および非導通を切り換える第３スイッチの一例である。具体的に
は、スイッチ６４は、ドレインおよびソースの一方の端子が参照電源線８３（ＶＲＥＦ）
に接続され、ドレインおよびソースの他方の端子が駆動トランジスタ６６のゲート電極お
よび容量素子６５の第２電極に接続され、ゲートがゲート信号線８６に接続されているス
イッチングトランジスタである。換言すると、スイッチ６４は、容量素子６５の第２電極
および駆動トランジスタ６６のゲート電極に対して参照電圧（ＶＲＥＦ）を与える機能を
有する。
【００７７】
　スイッチ６７は、駆動トランジスタ６６のソース電極と有機ＥＬ素子６８のアノードと
の導通および非導通を切り換える第４スイッチの一例である。具体的には、スイッチ６７
は、ドレインおよびソースの一方の端子が駆動トランジスタ６６のソース電極に接続され
、ドレインおよびソースの他方の端子が有機ＥＬ素子６８のアノードに接続され、ゲート
がゲート信号線８６に接続されているスイッチングトランジスタである。
【００７８】
　図３に示しているように、本実施の形態における画素構成では、有機ＥＬ素子６８に電
流を供給している状態でも、映像信号電圧を画素に書き込むことができる。前フレーム期
間に画素に書き込まれた映像信号に対応する電圧が、コンデンサ(容量素子６５）で保持
されており、駆動トランジスタ６６は、容量素子６５に保持された電圧に基づいて、有機
ＥＬ素子６８に電流を供給する。
【００７９】
　現フレーム期間では、画素行が、ゲートドライバＩＣ(回路)により、順次選択され、ソ
ースドライバＩＣは、選択された画素（表示画素）に映像信号を印加する。画素では前記
映像信号に対応する電圧が容量素子６２に保持される。１フレームの各ブランキング期間
では、容量素子６２に保持された電圧が、容量素子６５にコピーされる。この期間は、表
示画面は、非表示状態に維持される。
【００８０】
　次のフレームでは、容量素子６５に保持されて電圧に基づいて、駆動トランジスタ６６
が有機ＥＬ素子６８に電流を供給する。
【００８１】
　以上のように、本実施の形態における画素に、映像信号に基づく電圧を保持する容量素
子６５、容量素子６２を具備することを特徴とする。
【００８２】
　なお、以上の実施例では、映像信号に基づく電圧を保持する容量素子６５、容量素子６
２を具備するとしたが、これに限定するものではない。たとえば、トランジスタなどで２
つのメモリ回路を構成し、このメモリ回路に映像信号に基づく電圧を保持させてもよい。
また、ＭＯＳトランジスタのゲート容量に、映像信号に基づく電圧を保持させてもよい。
【００８３】
　以上の事項は、本明細書の他の実施例にも適用できることは言うまでもない。また、他
の実施例と組み合わせることができることも言うまでもない。なお、本実施の形態では、
画素回路６０を構成するスイッチ６１、スイッチ６３、スイッチ６４、およびスイッチ６
７はＰ型ＴＦＴとして説明を行うが、それに限らずＮ型ＴＦＴであってもよい。
【００８４】
　１－３．調整部の構成
　次に、図１に示す調整部７について説明する。
【００８５】
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　図４は、実施の形態１に係る調整部の構成の一例を示す図である。
【００８６】
　調整部７は、電流演算部７１と、電圧算出部７２と、電圧変更部７３とを備え、複数の
表示画素に接続されるＥＬカソード電源線８２に印加される所定電圧（カソード電圧ＶＥ

Ｌ）を調整する。
【００８７】
　電流演算部７１は、表示データ信号Ｓ１に含まれる表示データ（映像データ）に基づく
データ信号電圧が有機ＥＬ表示パネル６に供給された場合に、有機ＥＬ表示パネル６に流
れる電流値を演算する。
【００８８】
　より具体的には、電流演算部７１は、第１電流値算出部７１１と、第２電流値算出部７
１２と、第３電流値算出部７１３と、重み付け部７１４、重み付け部７１５、重み付け部
７１６、加算部７１７とを備える。
【００８９】
　第１電流値算出部７１１は、表示データ（映像データ）に含まれる赤のデータ（Ｒｄａ
ｔａ）の信号電圧である赤データ信号電圧が有機ＥＬ表示パネル６に供給された場合に、
有機ＥＬ表示パネル６に流れる電流値（第１電流値）を算出する。同様に、第２電流値算
出部７１２および第３電流値算出部７１３は、表示データ（映像データ）に含まれる緑の
データ（Ｇｄａｔａ）および青のデータ（Ｂｄａｔａ）の青データ信号電圧および緑デー
タ信号電圧が有機ＥＬ表示パネル６に供給された場合に、有機ＥＬ表示パネル６に流れる
電流値（第２電流値および第３電流値）を算出する。
【００９０】
　重み付け部７１４は、第１電流値算出部７１１で算出された第１電流値を重み付けして
加算部７１７に出力する。これは、有機ＥＬ素子６８の色発光効率が材質などにより異な
るからである。本実施の形態では、重み付け部７１４は、例えば２を重み付けすなわち第
１電流値を２倍して、加算部７１７に出力する。同様にして、重み付け部７１５は第２電
流値算出部７１２で算出された第２電流値を重み付けして加算部７１７に出力し、重み付
け部７１６は第３電流値算出部７１３で算出された第３電流値を重み付けして加算部７１
７に出力する。本実施の形態では、重み付け部７１５は例えば１を重み付け、重み付け部
７１６は例えば５を重み付ける。
【００９１】
　加算部７１７は、重み付け部７１４、重み付け部７１５および重み付け部７１６を加算
した（総和をとった）総電流値を電圧算出部７２に出力する。ここで、総電流値は、表示
データ信号Ｓ１に含まれる表示データに基づくデータ信号電圧が有機ＥＬ表示パネル６に
供給された場合に、有機ＥＬ表示パネル６に流れる電流値である。
【００９２】
　なお、本実施の形態において、電圧演算部７２は、理解を容易にするため、総電流値を
求めるとして説明するがこれに限定するものではない。有機ＥＬ表示パネル６の表示画面
に流れる電流あるいは電力に、比例あるいは所定の相関を有するものであれば、いずれの
値、大きさ、変化量などであってもよい。
【００９３】
　カソード電圧ＶＥＬ、アノード電圧ＶＴＦＴが固定の場合は、表示データ（映像データ
）を演算等することにより、電流値に相関する値が求められ、電流値に相関する値とカソ
ード電圧ＶＥＬ、アノード電圧ＶＴＦＴなどと乗算することにより電力値に相関する値を
求めることができる。カソード電圧ＶＥＬ、アノード電圧ＶＴＦＴなどが電圧変更部７３
などにより変化する場合は、変化したカソード電圧ＶＥＬ、アノード電圧ＶＴＦＴと乗算
することにおり、電力に相当する値を求めることができる。
【００９４】
　なお、表示画面を構成するすべての表示データ（映像データ）を演算して電流を求める
ことに限定するものではない。たとえば、表示画面において選定した任意の画素に対応す
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る表示データ（映像データ）を演算して電流を求めてもよい。選定した任意の画素から比
例倍することにより、表示画面に流れる総電流を推測することができる。この場合は、電
流値を求める演算時間、演算数が削減できる。
【００９５】
　また、所定以上の高い階調の表示データ（映像データ）を演算して電流を求めてもよい
。また、所定以上の高い階調の表示データ（映像データ）の画素数から電流に相当する値
を求めてもよい。電圧算出部７２は、加算部７１７により出力された総電流値に基づき、
ＥＬカソード電源線８２が印加する所定電圧から変更すべきかを判断し、変更すべき場合
、ＥＬカソード電源線８２が印加すべき電圧を算出する。より具体的には、電圧算出部７
２は、加算部７１７により出力された総電流値が予め定めた閾値以上のとき、ＥＬカソー
ド電源線８２に印加される所定電圧を変更すべきと判断し、所定電圧より高い電圧をＥＬ
カソード電源線８２が印加すべき電圧として算出する。
【００９６】
　電圧変更部７３は、電圧算出部７２で算出された電圧値になるように、電圧（カソード
電圧）を変更する。たとえば、有機ＥＬ表示パネル６に流れる電流が所定値範囲の場合（
定常範囲の場合）に、ＥＬカソード電源線８２の電圧が、－６（ｖ）であったとし、ＥＬ
表示パネルに流れる電流が所定値以上となった場合、ＥＬカソード電源線８２の電圧を、
－４（ｖ）にする。ＥＬカソード電源線８２の電圧を－６（ｖ）から－４（ｖ）に変化さ
せることにより、ＥＬアノード電源線８１とＥＬカソード電源線８２との電位差が小さく
なり、ＥＬ表示パネルの使用電力を低減できる。ここで、図５は、実施の形態１に係る調
整部の電圧調整方法の一例を示す図である。
【００９７】
　図５において、横軸は、点灯率（％）である。点灯率は、一例として、映像信号等の階
調データを加算処理して求める。
【００９８】
　たとえば、階調データの最大値を２５５とする。１０個の画素（表示画素）に印加する
階調データが、すべて１６であれば、総和は、１６×１０＝１６０であり、点灯率は、１
６０／（２５５×１０）＝０．０６２７（６．２７％）である。１０個の画素に印加する
階調データが、すべて２５５であれば、総和は、２５５×１０＝２５５０であり、点灯率
は、２５５０／（２５５×１０）＝１．０（１００％）である。点灯率は、１００％が最
大値であり、０％が最低値である。ただし、点灯率は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）な
どの各色の発光素子の発光効率で重みづけして求める必要がある。
【００９９】
　有機ＥＬ表示パネル６の場合は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各ＥＬ素子で発光効
率が異なるため、Ｒ、Ｇ、Ｂに応じて階調データに重みづけ係数をかけて、表示画面の加
算データを求める。Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ（白）の場合は、４色をそれぞれ発光効率に基づいて
重みづけ処理を行う。
【０１００】
　有機ＥＬ素子に流れる電流に対する発光効率を換算する必要がある。階調データがガン
マ変換される場合は、階調データをガンマ変換係数と演算等を行い、有機ＥＬ素子に流れ
る電流を求める。求めた電流にそれぞれ発光色の発光効率に基づいて重みづけ処理を行う
。たとえば、緑（Ｇ）の重みづけ係数が１で、赤（Ｒ）の発光効率が、緑（Ｇ）の１／２
であれば、赤（Ｒ）の重みづけ係数は２である。また、青（Ｂ）の発光効率が、緑（Ｇ）
の１／５であれば、青（Ｂ）の重みづけ係数は５である。
【０１０１】
　点灯率０％とは、表示画面が黒表示であり、前画素が非点灯の状態である。したがって
、理想的には表示画面の有機ＥＬ素子には電流は流れない。点灯率１００％とは、表示画
面が最高輝度（最高明るさ）の白表示である。つまり、表示画面の全画素が最大階調で表
示している状態であり、表示画面に流れる電流が最大値である。
【０１０２】



(16) JP 6248352 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

　基本的には、有機ＥＬ素子は、有機ＥＬ素子に流れる電流Ｉと、有機ＥＬ素子の発光輝
度Ｂとは比例の関係がある。したがって、階調データと階調データに基づく有機ＥＬ素子
に流れる電流が比例の関係であれば、各発光色のＥＬ素子に流れる電流に重みづけ係数を
乗算することにより点灯率を算出することができる。点灯率は、表示画面に流れる電流を
マトリクス状に配置された発光色の発光効率に基づいて重みづけ処理を行い取得する。
【０１０３】
　ある画像表示状態の時の表示画面に流れる電流をＩｘとし、全表示画面が最高輝度（最
高明るさ）の白表示状態の時に表示画面に流れる電流をＩｍとした時、点灯率（％）＝Ｉ
ｘ／Ｉｍ×１００として表現できる。なお、カソード電圧、アノード電圧は一定値（固定
値）としている。
【０１０４】
　なお、以上の実施例では、階調データから表示画面に流れる電流（あるいは電流に相関
する値）を取得するとしたが、本実施例は、これに限定するものではない。たとえば、カ
ソード配線あるいはアノード配線に流れる各ＲＧＢ電流を電流計などで測定し、各ＲＧＢ
電流で重みづけ処理を行ってもよいことは言うまでもない。表示画面に流れる電流を測定
し、測定した電流から点灯率を求めてもよい。また、ＥＬカソード電源線８２、ＥＬアノ
ード電源線８１の途中にピックアップ抵抗を直列に配置し、前記ピックアップ抵抗の両端
電圧を電圧計で測定することにより、表示画面に流れる電流値を得てもよい。
【０１０５】
　階調データ求められて電流データ、あるいは直接に電流を測定することにより求められ
た電流は、アノード電圧、カソード電圧を固定値とすれば、表示画面に流れる消費電流（
消費電力）を求めることができる。消費電流とＲＧＢ等の映像信号をＥＬ素子の効率に基
づいて重みづけ演算した値とは、相関する。
【０１０６】
　表示領域に流れる消費電流（消費電力）を求める。なお、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ（白）の場合
は、４色をそれぞれ発光効率に基づいて重みづけ処理を行う。
【０１０７】
　また、点灯率は、全表示画面の階調データあるいは流れる電流から点灯率を求めるとし
たが、これに限定するものではない。表示画面の一部分（たとえば、表示画面の１／４）
での階調データの加算値あるいは電流から、全表示画面の階調データの加算値あるいは電
流を推測あるいは求めて、点灯率を取得してもよい。また、点灯率は、１フレーム期間の
階調データの加算値あるいは電流から求めることには限定されない。たとえば、複数のフ
レームでの階調データの加算値あるいは電流を平均あるいは移動積分し、点灯率を求めて
もよいことは言うまでもない。
【０１０８】
　図５の実施例では、点灯率が、０％以上２５％以下では、すべての実施例の線では、カ
ソード電圧は－７（Ｖ）と一定値である。点灯率が２５％以下と小さい場合は、カソード
電圧を低く（アノード－カソード電圧の絶対値は大きい）しても、表示画面に流れる電流
が小さく、パネル発熱が小さいため、電流制限を実施する必要がない。点灯率が高い場合
は、表示画面に流れる電流がおおきくなるため、カソード電圧を高くする。
【０１０９】
　つまり、調整部７は、複数の表示画素それぞれにおける有機ＥＬ素子６８に第２電圧に
応じた電流が供給された場合の第２電圧に応じた電流の総和値（または点灯率）が閾値以
上のとき、ＥＬカソード電源線８２に印加される電圧を所定電圧（電圧ＶＥＬ）より高く
なるよう（アノード電圧とカソード電圧との電位差が小さくなるよう）、に変化させるこ
とにより調整する。より具体的には、電圧変更部７３は、カソード電圧の変更を急峻にす
るのではなく、例えば図５に示すように一定の勾配を有する直線Ｌ１に沿うように変更さ
せる。なお、電圧調整方法は、カソード電圧を直線Ｌ１に沿うように変更することに限ら
ず、直線Ｌ１よりも緩い勾配を有する直線Ｌ２に沿うように変更するとしてもよい。また
、線Ｌ３に示すように、一定の点灯率２５％から電圧調整を行い、点灯率６５％以上は一



(17) JP 6248352 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

定電圧を維持するように変更してよい。
【０１１０】
　また、図６は、実施の形態１に係る調整部の電圧変更時の応答時間について示す図であ
る。図６の縦軸は応答時間（ｍｓｅｃオーダ）を示しており、横軸は、総電流値（あるい
は点灯率）の変化量を示している。つまり、電圧変更部７３は、カソード電圧の変更を直
線Ｌ５に沿うように変曲点で急峻な変化をさせる場合に限らず、曲線Ｌ６に沿うような、
滑らかな変化をさせるとしてもよい。
【０１１１】
　このように、調整部７は、複数の表示画素それぞれにおける有機ＥＬ素子６８に第２電
圧に応じた電流が供給された場合の第２電圧に応じた電流あるいは階調値の総和値（点灯
率）が閾値以上のとき、ＥＬカソード電源線８２に印加される電圧を所定電圧より低くな
るように調整する。
【０１１２】
　本実施の形態では、調整部７は、第２電圧に応じた電流あるいは階調値の総和値（点灯
率）が閾値以上のとき、画素回路６０の非発光期間中に、ＥＬカソード電源線８２に印加
される電圧を所定電圧より低くなるように調整する。調整タイミングの詳細は後述するた
め、ここでの説明は省略する。
【０１１３】
　これにより、調整部７は、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む電流によるパネル電力が一
定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができるので、有機ＥＬ素子６８
の寿命の低下を抑制することができる。なぜなら、有機ＥＬ素子６８は、駆動トランジス
タ６６により印加電圧（階調信号電圧）に応じた電流が流される。そして、有機ＥＬ表示
パネル６を構成する表示画素（有機ＥＬ素子６８）に流れる電流が大きいと、有機ＥＬ表
示パネル６が発熱し、有機ＥＬ素子６８の寿命が短くなる（劣化する）からである。
【０１１４】
　図７は、実施の形態１に係る調整部と画素回路との関係を示す図である。なお、図３お
よび図４と同様の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１１５】
　調整部７（電圧変更部７３）は、電圧算出部７２で算出された電圧値になるように、画
素回路６０ａのＥＬカソード電源線８２の電圧ＶＥＬ（電圧源７３ａの電圧ＶＥＬ）を変
更する。
【０１１６】
　図８は、実施の形態１に係る画素回路と電源線との関係を示す図である。
【０１１７】
　画素回路６０ａは、図８に示すように、有機ＥＬ表示パネル６内でマトリクス状（行列
状）に配置されている。そして、ＥＬアノード電源線８１とＥＬカソード電源線８２とは
、図６に示すように、画素回路６０ａそれぞれではなく複数の画素回路６０ａの共通の電
源線として設けられている。
【０１１８】
　１－４．表示画素の動作
　次に、図３に示す画素回路の駆動方法について図９Ａ～図９Ｅを用いながら説明を行う
。
【０１１９】
　表示画素は、図３に示す画素回路６０の構成を備えることより、輝度信号の書き込み処
理と、有機ＥＬ素子の発光処理とを独立して行うことができる。具体的には、本実施の形
態の表示画素すなわち図３に示す画素回路６０は、書き込み処理、リセット処理、コピー
処理、電圧調整処理、および、発光処理を実行することで駆動される。本実施の形態のお
ける駆動方法は、図３に示す画素回路６０の構成により図９Ａ～図９Ｅに示す５つの処理
を実施することで実現できる。
【０１２０】
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　図９Ａ～図９Ｅは、実施の形態１に係る画素回路の動作の一例を示す図である。図９Ａ
～図９Ｅにはそれぞれ、書き込み処理、リセット処理、コピー処理、電圧調整処理、およ
び、発光処理に対応する場面の動作が示されている。なお、図３と同様の要素には同一の
符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１２１】
　（書込み処理）
　図９Ａは、書き込み処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８が発光している発
光期間中の第１期間に実行される。つまり、図９Ａに示すように、書き込み処理は、容量
素子６５の現在の映像信号電圧に応じて有機ＥＬ素子６８が発光されている発光期間中の
第１期間に、容量素子６２に対し次の発光期間用の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）の書き込み
が行われる処理である。
【０１２２】
　本実施の形態では、まず、スイッチ６３およびスイッチ６４を非導通状態（オフ状態）
、かつ、スイッチ６７を導通状態（オン状態）に維持されており、駆動トランジスタ６６
、容量素子６５に保持された電圧に応じた電流が有機ＥＬ素子６８に供給され有機ＥＬ素
子６８が発光している（発光期間）。
【０１２３】
　そして、この発光期間中の第１期間（書き込み期間）に、スイッチ６１を導通状態（オ
ン状態）にすることで、容量素子６２に容量素子６５が次に保持すべき電圧（映像信号電
圧Ｖｓｉｇ）を保持させる。つまり、本実施の形態では、表示パネル制御回路２により複
数の画素回路６０のそれぞれにおいて、有機ＥＬ素子６８が発光される発光期間中（第１
期間中）に、容量素子６２に第２電圧（次の映像信号電圧）を書き込んで保持させる。以
上の動作は、画面の上端の画素行から下端の画素行に順次実施される。つまりゲートドラ
イバ回路３はシフト動作し、映像信号を印加する画素行位置を順次選択する動作を実施す
る。
【０１２４】
　このように、本実施の形態に係る画素回路６０では、容量素子６５に保持された電圧（
映像信号電圧）を有機ＥＬ素子６８に発光させている発光期間中の第１期間に、次の発光
期間で容量素子６５に保持されているべき電圧（映像信号電圧）を先だって容量素子６２
に書き込んで保持させることができる。つまり、本実施の形態に係る画素回路６０によれ
ば、有機ＥＬ素子６８が発光中であっても、次の映像信号電圧（映像データ）を画素回路
６０に書き込むことができる。したがって、表示画面の画像表示状態を保持したまま、次
の画像表示を各画素に書き込むことができる。
【０１２５】
　（リセット処理）
　図９Ｂは、リセット処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８の発光後の非発光
期間中に実行される。非発光期間とは、ブランキング期間が例示される。つまり、図９Ｂ
に示すように、リセット処理は、有機ＥＬ素子６８の発光を停止した状態で、容量素子６
５のリセットが行われる処理である。
【０１２６】
　本実施の形態では、スイッチ６７が非導通状態（オフ状態）されている非発光期間中に
、スイッチ６１およびスイッチ６３を非導通状態（オフ状態）に維持しつつ、スイッチ６
４を導通状態（オン状態）とすることで、容量素子６５の一端に電圧ＶＲＥＦが入力され
る。これにより、容量素子６５が初期化されるリセット処理が実行される。
【０１２７】
　（コピー処理）
　図９Ｃは、コピー処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８の発光が停止されて
いる非発光期間中でリセット処理後の第２期間に実行される。つまり、図９Ｃに示すよう
に、コピー処理は、非発光期間中でリセット処理後の第２期間に、容量素子６２が保持さ
れている次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）を容量素子６５にコピーする処理である。
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【０１２８】
　本実施の形態では、スイッチ６７が非導通状態（オフ状態）されている非発光期間中で
、リセット処理が実行された後の第２期間に、スイッチ６３を非導通状態（オフ状態）に
維持しつつ、スイッチ６４を非導通状態（オフ状態）とした後に、スイッチ６３を導通状
態（オン状態）とする。これにより、容量素子６２の第１電極と容量素子６５の第２電極
とが接続され、容量素子６２に保持されている次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）を容量素子
６５にコピーする（書き込む）ことができる。各画素の容量素子６２に保持された映像信
号電圧が容量素子６５に一斉にコピーされる。次にフレームでは、容量素子６５にコピー
された映像信号電圧で画像表示される。
【０１２９】
　（電圧調整処理）
　図９Ｄは、調整部７により所定の電圧（カソード電圧）が調整される電圧調整処理の動
作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８の発光が停止されている非発光期間に実行される
。つまり、図９Ｄに示すように、電圧調整処理は、非発光期間中に、ＥＬカソード電源線
８２のカソード電圧（電圧源７３ａの電圧ＶＥＬ）を調整する処理である。
【０１３０】
　図９Ｄでは、電圧調整処理が、図９Ｃに示すコピー処理と並行して実行されている場面
を示しているが、それに限らない。スイッチ６７が非導通状態（オフ状態）である非発光
期間中であればよい。
【０１３１】
　リセット処理、コピー処理、電圧調整処理動作は、一例としてブランキング期間に実施
される。これらの動作期間は、ゲートドライバ回路のシフト動作は停止している。また、
これらの動作は、表示画面の全画素に同時に実施される。
【０１３２】
　ここで、調整部７は、サブフィールドまたは１フレームの表示データ信号Ｓ１から、有
機ＥＬ表示パネル６に流れる電流を演算で求め、その結果から、アノード電圧を所定の電
圧から低くなるように変更（調整）する。これにより、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む
電流によるパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができ
る。また、調整部７は、本実施の形態の画素回路６０と組み合わされることにより映像の
表示前である非発光期間中に、映像品質を低下させないで、オーバーロード制限であるア
ノード電圧の変更を行うことができる。
【０１３３】
　（発光処理）
　図９Ｅは、発光処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８の発光が行われる。
【０１３４】
　本実施の形態では、スイッチ６１、スイッチ６３およびスイッチ６４を非導通状態（オ
フ状態）に維持しつつ、スイッチ６７を導通状態（オン状態）にする。これにより、有機
ＥＬ素子６８を、容量素子６５に保持された次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）に応じて発光
させることができる。
【０１３５】
　以上のようにして、書き込み処理、リセット処理、コピー処理、電圧調整処理および発
光処理を繰り返し実行することで、本実施の形態の複数の表示画素に、映像（例えば、動
画）を表示させることができる。
【０１３６】
　なお、発光処理において、有機ＥＬ表示パネル６に構成されるすべての表示画素につい
て、同時にスイッチ６７を非導通状態（オフ状態）から導通状態（オン状態）にすること
で、フレーム表示の切り替えを全ての表示画素で同時に実行することができる。つまり、
現在の映像信号電圧による表示と、次の映像信号電圧による表示とを混在させないで表示
させることができる。
【０１３７】
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　１－５．効果
　以上、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１によれば、有機ＥＬ素子６８の寿命の低下を
抑制することができる。
【０１３８】
　具体的には、従来における有機ＥＬ表示装置では、有機ＥＬパネルに流れ込む電流によ
るパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うときには、映像の表
示中に電源線の電圧を低下させる必要があり、表示ムラが発生したり、フリッカが発生し
たりするなど映像品質を低下させてしまうという問題があった。
【０１３９】
　それに対して、本実施の形態における有機ＥＬ表示装置１は調整部７を備え、かつ、デ
ータ信号電圧の書き込みと映像の表示とを独立して行える。また、調整部７はカソード電
圧などをブランキング期間に変更する。また、映像信号は容量素子６２に順次コピーする
が、容量素子６５にはブランキング期間に容量素子６２に保持された映像信号が一斉にコ
ピーされる。これにより、映像品質を低下させることなく、また、カソード電圧などの変
更時にフリッカの発生もなく、有機ＥＬパネルに流れ込む電流によるパネル電力が一定以
上にならないようにオーバーロード制限を行うことができるので、有機ＥＬ素子６８の寿
命の低下を抑制することができる。
【０１４０】
　ここで、調整部７は、サブフィールドまたは１フレームの表示データ信号Ｓ１から、有
機ＥＬ表示パネル６に流れる電流を演算で求め、その結果から、アノード電圧を所定の電
圧から低くなるように変更する。これにより、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む電流によ
るパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができる。また
、調整部７は、映像の表示前である非発光期間中に、オーバーロード制限であるアノード
電圧の変更を行えるので、映像品質を低下させないという効果を奏する。
【０１４１】
　さらに、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１によれば、オーバーロード制限を行うこと
ができるので、有機ＥＬ表示パネル６の冷却のために放熱機構を必要とせず、有機ＥＬ表
示パネル６の薄型化を実現できるという効果も奏する。
【０１４２】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、スイッチ６１、スイッチ６３、スイッチ６４、駆動トランジスタ６
６、およびスイッチ６７を構成する薄膜トランジスタはＰ型であるとして説明したが、そ
れに限らずＮ型であってもよい。実施の形態２では、スイッチ６１、スイッチ６３、スイ
ッチ６４、駆動トランジスタ６６、およびスイッチ６７を構成する薄膜トランジスタがＮ
型の場合について説明する。以下、実施の形態１と異なるところを中心に説明する。
【０１４３】
　２－１．表示画素の回路構成
　図１０は、実施の形態２に係る表示画素の回路構成の一例を示す図である。図３と同様
の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１４４】
　図１０に示す画素回路６０Ａは、有機ＥＬ表示パネル６が有する一画素であり、ソース
信号線８８を介して供給されたソース信号（データ信号電圧）により発光する機能を有す
る。
【０１４５】
　画素回路６０Ａは、表示画素（発光画素）の一例であり、マトリクス状（行列状）に配
置されている。画素回路６０Ａは、例えば図１０に示すように、スイッチ６１ａと、容量
素子６２と、スイッチ６３ａと、スイッチ６４ａと、容量素子６５ａと、駆動トランジス
タ６６ａと、スイッチ６７ａと、有機ＥＬ素子６８と、スイッチ６１１と、スイッチ６１
２とを備えている。また、画素回路６０は、ＥＬアノード電源線８１（ＶＴＦＴ）、ＥＬ
カソード電源線８２（ＶＥＬ）、参照電源線８３（ＶＲＥＦ）、ゲート信号線８４ａ、ゲ
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ート信号線８５ａ、ゲート信号線８６ａ、ゲート信号線８７ａ、および、ソース信号線８
８に加えて、さらに、初期化電源線６１３（ＶＩＮＩ）と、参照電源線６１４（ＶＲＥＦ

２）と、制御線６１６と、Ｉｎｉｔ線６１７とを備える。
【０１４６】
　初期化電源線６１３（ＶＩＮＩ）は、駆動トランジスタ６６ａのソースゲート間の電圧
すなわち容量素子６５の電圧を初期化するための電圧ＶＩＮＩ（初期化電圧ＶＩＮＩとも
称す）を供給する電源線の一例である。参照電源線６１４（ＶＲＥＦ２）は、参照電圧Ｖ

ＲＥＦ２を供給するための電源線の一例である。
【０１４７】
　有機ＥＬ素子６８は、駆動トランジスタ６６ａにより供給された電流に応じて発光する
発光素子の一例であり、行列状に配置される。
【０１４８】
　駆動トランジスタ６６ａは、有機ＥＬ素子６８への電流の供給を制御する電圧駆動の駆
動素子であり、容量素子６５ａに保持された電圧に応じた電流を有機ＥＬ素子６８に供給
することにより有機ＥＬ素子６８を発光させる。本実施の形態では、駆動トランジスタ６
６ａを構成する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）はＮ型である。
【０１４９】
　容量素子６５ａは、有機ＥＬ素子６８を発光させるために用いられる第１電圧を保持す
るための第１容量素子（表示用コンデンサ）の一例である。容量素子６５ａは、駆動トラ
ンジスタ６６ａの流す電流量を決める電圧を保持する。具体的には、容量素子６５ａの第
１電極（節点Ｄ側とは反対の電極）は、駆動トランジスタ６６ａのソース電極（ＥＬカソ
ード電源線８２側）と有機ＥＬ素子６８のアノードとの間に接続されている。容量素子６
５ａの第２電極（節点Ｄ側の電極）は、駆動トランジスタ６６ａのゲート電極に接続され
ている。また、容量素子６５ａの第２電極は、スイッチ６１１を介して初期化電源線６１
３（ＶＩＮＩ）とも接続される。
【０１５０】
　本実施の形態では、容量素子６５ａは、表示パネル制御回路２の制御により、有機ＥＬ
素子６８が発光する発光期間後の非発光期間において、容量素子６５ａが初期化される初
期化期間後の第２期間に、容量素子６２が保持する第２電圧がコピーされ、第１電圧とし
て保持する。
【０１５１】
　容量素子６２は、容量素子６５ａが保持する第１電圧と異なる第２電圧であって容量素
子６５ａが次に保持すべき電圧を保持するための第２容量素子（書き込み用コンデンサ）
の一例である。容量素子６２は、容量素子６５ａが次に保持すべき電圧を一時的に保持す
るメモリの役割を果たす。具体的には、容量素子６２の第１電極（節点Ａ側の電極）は、
スイッチ６１ａを介してソース信号線８８と接続されている。容量素子６２の第２電極（
節点Ｂ側の電極）は、参照電圧ＶＲＥＦを供給する参照電源線８３（ＶＲＥＦ）とも接続
されている。
【０１５２】
　本実施の形態では、容量素子６２は、表示パネル制御回路２の制御により、有機ＥＬ素
子６８が発光する発光期間中の第１期間に、第２電圧が書き込まれて、第２電圧を保持す
る。
【０１５３】
　スイッチ６１ａは、データ信号電圧を供給するためのソース信号線８８（信号線）と容
量素子６２の第１電極との導通および非導通を切り換える第１スイッチの一例である。
【０１５４】
　スイッチ６３ａは、容量素子６２の第１電極と容量素子６５ａの第２電極との導通およ
び非導通を切り換える第２スイッチの一例である。
【０１５５】
　スイッチ６４ａは、参照電圧ＶＲＥＦを供給する参照電源線８３（ＶＲＥＦ）と容量素
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子６５ａの第２電極との導通および非導通を切り換える第３スイッチの一例である。
【０１５６】
　スイッチ６７ａは、駆動トランジスタ６６ａのドレイン電極とＥＬアノード電源線８１
（ＶＴＦＴ）との導通および非導通を切り換える第４スイッチの一例である。
【０１５７】
　スイッチ６１１は、容量素子６５ａの第１電極および駆動トランジスタ６６ａのソース
電極と初期化電源線６１３（ＶＩＮＩ）との導通および非導通を切り換える。具体的には
、スイッチ６１１は、ドレインおよびソースの一方の端子が初期化電源線６１３（ＶＩＮ

Ｉ）に接続され、ドレインおよびソースの他方の端子が容量素子６５ａの第１電極および
駆動トランジスタ６６ａのソース電極に接続され、ゲートがＩｎｉｔ線６１７に接続され
ている。換言すると、スイッチ６１１は、容量素子６５ａの第２電極および駆動トランジ
スタ６６ａのソース電極に対して初期化電圧ＶＩＮＩを与える機能を有する。
【０１５８】
　スイッチ６１２は、参照電圧ＶＲＥＦ２を供給する参照電源線６１４（ＶＲＥＦ２）と
駆動トランジスタ６６ａのゲート電極並びに容量素子６５ａの第２電極との導通および非
導通を切り換える。具体的には、スイッチ６１２は、ドレインおよびソースの一方の端子
が参照電源線６１４（ＶＲＥＦ２）に接続され、ドレインおよびソースの他方の端子が駆
動トランジスタ６６ａのゲート電極と容量素子６５ａの第２電極とに接続され、ゲートが
ゲート信号線８７ａに接続されている。換言すると、スイッチ６１２は、駆動トランジス
タ６６ａのゲート電極および容量素子６５ａに参照電圧（ＶＲＥＦ２）を与えることでリ
セットさせる機能を有する。
【０１５９】
　２－２．調整部の構成
　調整部７の構成は、実施の形態１の図４で示した構成と同様であるため、説明を省略し
、実施の形態２に係る調整部７と画素回路６０Ａとの関係について説明する。
【０１６０】
　図１１は、実施の形態２に係る調整部と画素回路との関係を示す図である。なお、図４
および図１０と同様の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１６１】
　すなわち、本実施の形態では、調整部７（電圧変更部７３）は、電圧算出部７２で算出
された電圧値になるように、画素回路６０ｂのＥＬアノード電源線８１の電圧ＶＴＦＴ（
電圧源７３ｂの電圧ＶＴＦＴ）を変更する。
【０１６２】
　これにより、調整部７は、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む電流によるパネル電力が一
定以上にならないようにオーバーロード制限（図５などを参照）を行うことができるので
、有機ＥＬ素子６８の寿命の低下を抑制することができる。
【０１６３】
　２－３．表示画素の動作
　本実施の形態では、表示画素は、図１０に示す画素回路６０Ａの構成を備えることより
、輝度信号の書き込み処理と、有機ＥＬ素子の発光処理とを独立して行うことができる。
具体的には、本実施の形態の表示画素すなわち図１０に示す画素回路６０Ａは、書き込み
処理、リセット処理、コピー処理、電圧調整処理、および、発光処理を実行することで駆
動される。
【０１６４】
　図１２Ａ～図１２Ｈは、実施の形態１に係る画素回路の動作の一例を示す図である。図
９Ａ～図９Ｅにはそれぞれ、第１書き込み処理、リセット処理、コピー処理（第２書き込
み処理）、電圧調整処理、および、発光処理に対応する場面の動作が示されている。なお
、図１０と同様の要素には同一の符号を付しており、詳細な説明は省略する。
【０１６５】
　（書込み処理）
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　図１２Ａは、書き込み処理の動作場面を示しており、容量素子６５ａの現在の映像信号
電圧に応じて有機ＥＬ素子６８が発光されている発光期間中の第１期間に、容量素子６２
に対し次の発光期間用の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）の書き込みが行われる書き込み処理の
動作場面が示されている。
【０１６６】
　図１２Ａに示すように、書き込み処理では、スイッチ６１ａおよびスイッチ６７ａが導
通状態（オン状態）、スイッチ６３ａ、スイッチ６４ａ、スイッチ６１１およびスイッチ
６１２が非導通状態（オフ状態）となっている。このように各スイッチを設定することで
、有機ＥＬ素子６８を現在の映像信号電圧に応じた発光をさせながら、容量素子６２に次
の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）を書き込むことができる。以上の動作は、画面の上端の画素
行から下端の画素行に順次実施される。つまりゲートドライバ回路３はシフト動作し、映
像信号を印加する画素行位置を順次選択する動作を実施する。
【０１６７】
　このように、本実施の形態に係る画素回路６０Ａによれば、有機ＥＬ素子６８が発光中
であっても、次の映像信号電圧（映像データ）を画素回路６０Ａの容量素子６２に書き込
むことができる。
【０１６８】
　（リセット処理）
　図１２Ｂ～図１２Ｅは、リセット処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８が発
光後の非発光期間中に実行される。非発光期間とは、ブランキング期間が例示される。つ
まり、図１２Ｂ～図１２Ｅに示すようにスイッチを切り替えることで、容量素子６５ａと
駆動トランジスタ６６ａとのリセット処理が行われる。
【０１６９】
　具体的には、まず図１２Ｂに示すように、スイッチ６１ａ、スイッチ６３ａ、スイッチ
６４ａ、スイッチ６７ａを非導通状態（オフ状態）とし、スイッチ６１１およびスイッチ
６１２を導通状態（オン状態）とする。これにより、節点Ｄの電位が参照電源線６１４の
電圧ＶＲＥＦ２に設定される。ここで、スイッチ６１１が導通状態であるから、節点Ｄの
電位は初期化電源線６１３の電圧ＶＩＮＩに設定されている。すなわち、駆動トランジス
タ６６ａは、参照電源線６１４の電圧ＶＲＥＦ２及び初期化電源線６１３の電圧ＶＩＮＩ

が印加される。
【０１７０】
　次に、図１２Ｃに示すように、図１２Ｂに示す状態から、スイッチ６１１を非導通状態
（オフ状態）にする。すなわち、スイッチ６１ａ、スイッチ６３ａ、スイッチ６４ａ、ス
イッチ６７ａを非導通状態（オフ状態）とし、スイッチ６１２を導通状態（オン状態）と
した上程で、スイッチ６１１を非導通状態（オフ状態）にする。
【０１７１】
　このように、スイッチ６１１を非導通とする期間を設けることにより、ＥＬアノード電
源線８１と初期化電源線６１３との間に貫通電流が流れてしまうのを防止することができ
る。換言すると、図１２Ｃの状態に設定する期間がなければスイッチ６１１とスイッチ６
７ａとが同時に導通状態となり、スイッチ６７ａ、駆動トランジスタ６６ａ、および、ス
イッチ６１１を介して、ＥＬアノード電源線８１と初期化電源線６１３との間に貫通電流
が流れてしまう可能性がある。そのため、図１２Ｃに示す期間を設けることにより貫通電
流が流れてしまうのを防止する。
【０１７２】
　次に、図１２Ｄに示すように、図１２Ｃに示す状態から、スイッチ６７ａを導通状態（
オン状態）にした後、スイッチ６１２を非導通状態（オフ状態）にする。これにより、駆
動トランジスタ６６ａのゲート電極に参照電源線６１４の参照電圧（ＶＲＥＦ２）を入力
した状態で、スイッチ６７ａを導通状態（オン状態）にすることで、駆動トランジスタ６
６ａの閾値補償動作を行うことができ、スイッチ６１２を非導通状態（オフ状態）とする
ことで閾値補償動作を終了させることができる。
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【０１７３】
　次に、図１２Ｅに示すように、図１２Ｄに示す状態から、スイッチ６７ａを非導通状態
（オフ状態）にし、その後、スイッチ６４ａを導通状態（オン状態）にする。容量素子６
２は、次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）が保持されている状態で、スイッチ６４ａが導通状
態（オン状態）にされるので、容量素子６５ａの第２電極に参照電源線８３の電圧ＶＲＥ

Ｆが入力される。これにより、容量素子６５ａがリセット（初期化）される。
【０１７４】
　（コピー処理）
　図１２Ｆは、コピー処理の動作場面を示しており、非発光期間中でリセット処理後の第
２期間に実行される。つまり、図１２Ｆに示すように、コピー処理は、非発光期間中でリ
セット処理後の第２期間に、容量素子６２が保持されている次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ
）を容量素子６５ａにコピーする処理である。
【０１７５】
　本実施の形態では、スイッチ６７ａが非導通状態（オフ状態）されている非発光期間中
で、リセット処理が実行された後の第２期間で、スイッチ６１ａ、スイッチ６３ａ、スイ
ッチ６７ａ、スイッチ６１１およびスイッチ６１２を非導通状態（オフ状態）に維持しつ
つ、スイッチ６３ａを導通状態（オン状態）とする。これにより、容量素子６２の第１電
極と容量素子６５ａの第２電極とが接続され、容量素子６２に保持されている次の映像信
号電圧（Ｖｓｉｇ）を容量素子６５ａにコピーする（書き込む）ことができる。
【０１７６】
　（電圧調整処理）
　図１２Ｇは、調整部７により所定の電圧（アノード電圧）が調整される電圧調整処理の
動作場面を示している。つまり、図１２Ｇに示すように、電圧調整処理は、非発光期間中
に、ＥＬアノード電源線８１のアノード電圧（電圧源７３ｂの電圧ＶＴＦＴ）を調整する
処理である。
【０１７７】
　図１２Ｇでは、電圧調整処理が、図１２Ｆに示すコピー処理と並行して実行されている
場面を示しているが、それに限らない。スイッチ６７ａが非導通状態（オフ状態）である
非発光期間中であればよい。
【０１７８】
　ここで、調整部７は、サブフィールドまたは１フレームの表示データ信号Ｓ１から、有
機ＥＬ表示パネル６に流れる電流を演算で求め、その結果から、アノード電圧を所定の電
圧から低くなるように変更（調整）する。これにより、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む
電流によるパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができ
る。また、調整部７は、本実施の形態の画素回路６０Ａと組み合わされることにより映像
の表示前である非発光期間中に、映像品質を低下させないで、オーバーロード制限である
カソード電圧の変更を行うことができる。
【０１７９】
　リセット処理、コピー処理、電圧調整処理動作は、一例としてブランキング期間に実施
される。これらの動作期間は、ゲートドライバ回路のシフト動作は停止している。また、
これらの動作は、表示画面の全画素に同時に実施される。
【０１８０】
　（発光処理）
　図１２Ｈは、発光処理の動作場面を示しており、有機ＥＬ素子６８の発光が行われる。
【０１８１】
　本実施の形態では、スイッチ６７ａのみを導通状態（オン状態）にする。これにより、
有機ＥＬ素子６８を、容量素子６５ａに保持された次の映像信号電圧（Ｖｓｉｇ）に応じ
て発光させることができる。
【０１８２】
　以上のようにして、書き込み処理、リセット処理、コピー処理、電圧調整処理および発
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光処理を繰り返し実行することで、本実施の形態の複数の表示画素に、映像（例えば、動
画）を表示させることができる。
【０１８３】
　なお、発光処理において、有機ＥＬ表示パネル６に構成されるすべての表示画素につい
て、同時にスイッチ６７を非導通状態（オフ状態）から導通状態（オン状態）にすること
で、フレーム表示の切り替えを全ての表示画素で同時に実行することができる。つまり、
現在の映像信号電圧による表示と、次の映像信号電圧による表示とを混在させないで表示
させることができる。
【０１８４】
　２－４．効果
　以上、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１によれば、有機ＥＬ素子６８の寿命の低下を
抑制することができる。
【０１８５】
　具体的には、本実施の形態における有機ＥＬ表示装置１は調整部７を備え、かつ、デー
タ信号電圧の書き込みと映像の表示とを独立して行える。これにより、映像品質を低下さ
せることなく、有機ＥＬパネルに流れ込む電流によるパネル電力が一定以上にならないよ
うにオーバーロード制限を行うことができるので、有機ＥＬ素子６８の寿命の低下を抑制
することができる。
【０１８６】
　ここで、調整部７は、サブフィールドまたは１フレームの表示データ信号Ｓ１から、有
機ＥＬ表示パネル６に流れる電流を演算で求め、その結果から、カソード電圧を所定の電
圧から低くなるように変更する。これにより、有機ＥＬ表示パネル６に流れ込む電流によ
るパネル電力が一定以上にならないようにオーバーロード制限を行うことができる。また
、調整部７は、映像の表示前である非発光期間中に、オーバーロード制限であるアノード
電圧の変更を行えるので、映像品質を低下させないという効果を奏する。
【０１８７】
　さらに、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置１によれば、オーバーロード制限を行うこと
ができるので、有機ＥＬ表示パネル６の冷却のために放熱機構を必要とせず、有機ＥＬ表
示パネル６の薄型化を実現できるという効果も奏する。
【０１８８】
　（変形例）
　実施の形態１および２では、有機ＥＬ表示装置１は、映像信号を、１フレーム期間で一
枚のフレームで表現するとして説明したが、それに限らない。有機ＥＬ表示装置１は、１
フレーム期間を複数のサブフィールド期間（サブフレーム期間）に分割した複数のサブフ
ィールドを用いて映像信号を表現するとしてもよい。換言すると、有機ＥＬ素子６８が発
光される発光期間（第１発光期間）と、有機ＥＬ素子６８が次に発光される発光期間（第
２発光期間）との間の期間は、１フレーム期間であってもよいし、サブフィールド期間（
フレーム期間）であってもよい。
【０１８９】
　図１３は、変形例１に係る１フレームが複数のサブフィールドで構成される場合を概念
的に示す図である。すなわち、本変形例では、１フレームが複数のサブフィールド（サブ
フレーム）を重畳して表現されるとしてもよい。１フレーム期間中に、各サブフレーム期
間で表示画素全体を例えば輝度値に応じて点灯させることで、各サブフィールド期間の輝
度が重畳されるので、１フレーム期間中の所望の輝度を得ることができる。なお、表示画
素全体は、サブフィールド期間で輝度値に応じて点灯される場合に限られない。１フレー
ム期間の総輝度値を各サブフィールド期間に均等に配分するとしてもよいし、ＰＤＰ（Pl
asma Display Panel）のフィールド駆動のように、１フレーム期間の総輝度値のうちの上
位ビット～下位ビットのそれぞれを配分するとしてもよい。つまり、各サブフィールド期
間の輝度値が重畳されて１フレーム期間の総輝度値となれば配分方法は問わない。
【０１９０】
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　たとえば、１フレームの映像信号を、複数のサブフィールドに分解し、各サブフィール
ドは、輝度（明るさ）で区分することが例示される。映像データの上位ビット～下位ビッ
ト等でサブフィールドに区分してもよいことは言うまでもない。たとえば、映像信号が８
ビットの場合、８つのサブフィールドから１フレームを構成する。ソースドライバＩＣは
、各サブフィールドにおいて、ビットに重みづけを行った電圧値をソース信号線に出力す
る。この場合、各画素行の指標値は、ビット“１”の個数を求めることにより取得するこ
とができる。
【０１９１】
　図１４は、変形例１に係る複数のサブフィールドで構成されるフレームの一例を示す図
である。図１４では、サブフィールド毎の表示画面が示されており、５枚のサブフィール
ドを構成する場合の例が示されている。
【０１９２】
　具体的には、本開示の有機ＥＬ表示装置では、図３または図１４に示す画素回路６０ま
たは画素回路６０Ａを備えることで、輝度信号の書き込みと映像の表示とを独立して行え
るので、サブフィールド毎に映像を表示する場合でも、１画面上に２つのサブフィールド
の映像が混在して表示されることなく映像を表示することができる。つまり、１画面上に
サブフィールドを表示中に、次の映像信号電圧を書き込み、保持させることができるので
、次の映像を表示する場合には、一括に画面を切り替えて表示することができる。
【０１９３】
　それにより、従来のように２つのサブフィールドがばらばらに混在して表示され映像品
質が低下してしまうことがなくなり、映像品質を向上させることができるだけでなく、有
機ＥＬ表示装置１の有機ＥＬ表示パネル６の発熱量を低減することできる。
【０１９４】
　（変形例２）
　なお、変形例１では、１フレームを複数のサブフレームで構成する場合について説明し
たが、それに限らない。図１５に示すように各画素の階調（輝度）を複数のサブフィール
ド（サブフレーム）に分割して表現するとしてもよい。
【０１９５】
　（他の実施の形態）
　以上、有機ＥＬ表示装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、この
実施の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつ
く各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合
わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１９６】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置およびその駆動方法に利用でき、特に、例えば図１６に示
されるようなテレビなどのＦＰＤ表示装置に利用することができる。
【符号の説明】
【０１９７】
　１　　有機ＥＬ表示装置
　２　　表示パネル制御回路
　３、３０、３１　　ゲートドライバＩＣ（回路）
　５　　ソースドライバＩＣ（回路）
　６　　有機ＥＬ表示パネル
　７　　調整部
　６０、６０Ａ、６０ａ、６０ｂ　　画素回路
　６１、６１ａ、６３、６３ａ、６４、６４ａ、６７、６７ａ、６１１、６１２　　スイ
ッチ
　６２、６５、６５ａ　　容量素子
　６６、６６ａ　　駆動トランジスタ
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　６８　　有機ＥＬ素子
　７１　　電流演算部
　７２　　電圧算出部
　７３　　電圧変更部
　７３ａ、７３ｂ　　電圧源
　８１　　ＥＬアノード電源線
　８２　　ＥＬカソード電源線
　８３、６１４　　参照電源線
　８４、８４ａ、８５、８５ａ、８６、８６ａ、８７、８７ａ　　ゲート信号線
　８８　　ソース信号線
　６１３　　初期化電源線
　６１６　　制御線
　６１７　　Ｉｎｉｔ線
　７１１　　第１電流値算出部
　７１２　　第２電流値算出部
　７１３　　第３電流値算出部
　７１４、７１５、７１６　　重み付け部
　７１７　　加算部

【図１】 【図２】
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